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1. はじめに 

ガンマ線に対して感度が高く、室温で動作するガンマ線検出器を実現するため、高原子番号、

高密度かつ広い禁止帯幅を特徴とする多岐にわたる化合物半導体材料が検討され、CdTeなどを用

いたスペクトロメータなどが応用に至っている。しかしながら、ガンマ線の高エネルギ化に伴い

材料との相互作用はコンプトン散乱が支配的になるため、光電効果を高確率で生じさせるために

は材料の高原子番号化を図る必要がある。 

 Tl6SI4は、高原子番号の元素（Tl: 81, S: 16, I: 53）から構成され、かつ高密度（7.265 g/cm3）、広

い禁止帯幅（2.1 eV）を特徴とする化合物半導体である。図 1に示すように、Tl6SI4検出器のガン

マ線に対する感度は、CdTe 検出器と比較して約 80 keV 以上の領域において特に高く、高エネル

ギガンマ線に対して非常に高い感度を持つ TlBr検出器の吸収係数に匹敵することが分かる。本研

究では、育成した Tl6SI4結晶を用いて検出器を製作し、放射線検出器の初期評価を行った。 

2. 実験方法 

本研究では、TlI(99.99 %)とTl2S(99.99 %)を原料とした合成材料を用いた。材料を石英管(4.5 mm)

に真空封入し、Bridgman法を用いて 1 mm/hの速度で降下させ Tl6SI4結晶を育成した。図 2は、育

成した Tl6SI4結晶である。育成した Tl6SI4結晶を厚さ 0.5~1 mmに切り出した後、両面に金電極を

形成し Tl6SI4検出器とした。Tl6SI4検出器の諸特性は講演にて報告する。 

図 2. 育成した Tl6SI4結晶 図 1. ガンマ線に対する材料の減衰係数 
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